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Filmes de AlSb tém potencial aplicagcdo na concorrida indudstria de semicondutores
por exibirem band gap (banda proibida) de valor intermediério 1,62eV e terem baixo
custo devido a abundancia de Al e Sb na natureza. Filmes de outros antimonetos como
GaSh e InSb tém um comportamento tal que se tornam porosos depois de irradiados por
feixes de ions. Este comportamento é de grande potencial tecnoldgico, pois com a
formacdo de poros se aumenta a area de superficie, favorecendo reacGes quimicas que
ocorrem na superficie, caracteristicas muito favoraveis para seu uso no desenvolvimento
de sensores de gas. Sendo o AISb de band gap intermediario, sua utilizacdo é ainda mais
adequada, confirmada sua porosidade apdés irradiado.

Neste trabalho foi investigado o processo de fabricacdo de filmes de AISb por
sputtering, depositando o aluminio (Al) e o antim6nio (Sb) simultaneamente, seguido
pela deposigéo de uma camada de SiO, para inibir a oxidagdo do Al. Foi feito um estudo
sistematico mudando os parametros de deposi¢do como temperatura, taxa € o tempo de
deposigcdo. A composicéo, cristalinidade e estrutura dos filmes foram investigadas pela
técnica de difracdo de raios-x. Utilizando a técnica de Rutherford Backscattering
Spectrometry (RBS), foram investigadas a distribuicdo em profundidade e a concentragao
de cada elemento depositado, bem como a espessura dos filmes. O antimoneto de
aluminio ainda é pouco estudado, mas € de grande potencial tecnolégico devido as suas
caracteristicas fotovoltaicas especificas.



